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【序】大口径で反りのない真のバルク GaN 基板の製造が可能とされる結晶成長技術の一つとして

アモノサーマル(AT)法が挙げられる。AT法は水熱合成法と同様、ソルボサーマル法の一種であり、量

産性に優れるためGaN基板を安価に製造する手法として期待が高まっている。AT法の課題の一つと

して、結晶中への酸素取り込みを防ぐことが挙げられる。我々のグループはこれまでに鉱化剤気相合

成(GPS)法を開発し、結晶中に取り込まれる酸素を低減することに成功している[1]。酸素混入を低減

させる新たな方法として、酸化物を形成しやすい金属を添加して金属酸化物を生成させることにより

オートクレーブ内の酸素を固定し、結晶中への取り込みを防ぐことが考えられる。そこで本研究では，

酸化ガリウムより安定な酸化物を形成する Al，Si，Ca，Ti を酸素ゲッタリング剤として添加し、酸

性アモノサーマル法によるGaN結晶育成を行った結果[2]について報告する。 

【実験】結晶育成には、アンモニアによる腐食を防ぐため内部を貴金属でライニングした耐腐食性に

優れるオートクレーブを用いた。オートクレーブ上部の低温領域に原料である多結晶 GaN を設置し、

種結晶にはハイドライド気相成長 GaN ウエハを使用した。オートクレーブ内にアンモニア、鉱化剤

(NH4F)および添加金属(Al，Si，Ca，または Ti)を密封し、所定の温度･圧力で 4 日間保持し結晶成長を

行った。 

 【結果】図 1 に、Al を添加して育成した GaN 結晶の外観

および蛍光顕微鏡写真を示す。NH4F を鉱化剤として 615℃

で結晶育成を行ったところ、Al を添加した場合のみ透明な

結晶が得られた。Al の添加による酸素のゲッタリング効果

により、光学特性が著しく向上した高純度の GaN 結晶を作

製することに成功した。 
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図 1 Al を添加して育成した GaN 結

晶の外観および蛍光顕微鏡写真 
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